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Монокристаллы дифосфида цинка-германия (ZnGeP2 или ZGP) пред-

ставляют собой уникальную нелинейную среду для параметрического 

преобразования частоты оптического излучения в среднем инфракрасном 

(ИК) диапазоне, обладающую высоким нелинейно-оптическим каче-

ством [1]. 

Целью данной работы является модификация и улучшение оптиче-

ских свойств ZGP для расширения области его применения. 

На основании анализа литературных данных было принято решение 

легировать ZGP халькогенами, а именно – селеном и теллуром [2]. 

Диффузионное легирование Se проводилось с помощью напыления на 

поверхность полированных пластинок ZGP с последующим отжигом в 

вакууме при температуре 650℃ и 750℃. 

В качестве легирующей примеси для эксперимента по объемному ле-

гированию был выбран теллур. Навеска теллура составляла 3 % масс. от 

общей массы синтезируемого вещества. Монокристалл выращивался в 

трубчатой печи вертикального оформления на затравку. Для определения 

пропускания и порога оптического пробоя легированного Te монокри-

сталла ZGP были вырезаны две пластинки. Пластинки были отшлифова-

ны, затем отполированы. 

Измерения пропускания и оптической прочности образцов проводи-

лись на длине волны падающего излучения 2.1 мкм. [1].  

Диффузионное легирование Se показало хорошие результаты, порог про-

боя увеличился с 2,26 Дж/см2  до 2,64 при легировании Se при температу-

ре 650℃ и до 2,7 Дж/см2 при легировании Se при 750℃ [3]. Примесь Te 

благотворно повлияла на пропускание в ИК области спектра. На рис. 1 

приводится сравнительный график зависимости вероятности пробоя от 

мощности падающего излучения легированного Te и чистого ZGP. 
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Рис. 1. Сравнительные графики зависимости вероятности пробоя 

от мощности падающего излучения легированного Te и чистого ZGP 

 

В результате легирования ZGP теллуром, так же удалось добиться 

улучшения оптических характеристик. Пропускание увеличилось на 10 % 

по сравнению с не легированным и не отожженным материалом, а луче-

вая прочность увеличилась на 70 %, как видно из рисунка. 
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